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(57)【要約】
【課題】第１の面に第１の突出構造が形成された半導体
ウエハの第２の面が少ない工程数で精度よく研削するこ
とができるとともに、薄板化された半導体ウエハにクラ
ック及びチッピングが発生することを抑制することがで
きる半導体装置の製造方法を提供する。
【解決手段】半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突
出構造３を埋め込むように、第１の面６上にドライフィ
ルムレジスト１０を形成する。半導体ウエハ４を薄板化
する。剥離液３４を用いて、ドライフィルムレジスト１
０を薄板化された半導体ウエハ５から除去する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体ウエハの第１の面上の第１の突出構造を埋め込むように、前記第１の面上にドラ
イフィルムレジストを形成する工程と、
　前記半導体ウエハを薄板化する工程と、
　剥離液を用いて、前記ドライフィルムレジストを薄板化された前記半導体ウエハから除
去する工程とを備え、
　前記半導体ウエハを薄板化する前記工程は、前記半導体ウエハとは反対側の前記ドライ
フィルムレジストの表面を保持しながら、前記第１の面とは反対側の前記半導体ウエハの
第２の面を研削することを含む、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、前記ドライフィ
ルムレジストを軟化させることと、前記軟化されたドライフィルムレジストによって前記
第１の突出構造を埋め込むこととを含む、請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、前記ドライフィ
ルムレジストによって前記第１の突出構造を埋め込んだ後に、前記ドライフィルムレジス
トを硬化することを含む、請求項１または請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記ドライフィルムレジストを硬化することは、前記ドライフィルムレジストを熱硬化
することを含む、請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記ドライフィルムレジストを硬化することは、前記ドライフィルムレジストを光硬化
することを含む、請求項３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、複数のドライフ
ィルムレジスト部を積層することを含む、請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、前記第１の面の
法線方向からの平面視において前記第１の突出構造と重ならないように、前記ドライフィ
ルムレジストの前記表面にスリットを形成することを含み、
　前記第１の面の法線方向からの平面視において、前記スリットの幅は、前記スリットに
隣り合う前記第１の突出構造の幅よりも狭い、請求項１から請求項６のいずれか１項に記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、前記ドライフィ
ルムレジストの前記表面のうち、前記第１の面の法線方向からの平面視において前記半導
体ウエハの端部に対応する領域に、切り欠きを形成することを含み、
　前記半導体ウエハを薄板化する前記工程は、前記薄板化された半導体ウエハの前記第２
の面の前記端部に、第１の凸部を形成することを含む、請求項１から請求項６のいずれか
１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、前記第１の面の
法線方向からの平面視において前記第１の突出構造に重なるように、前記ドライフィルム
レジストの前記表面に凹部を形成することを含み、
　前記半導体ウエハを薄板化する前記工程は、前記凹部に対応する前記薄板化された半導
体ウエハの前記第２の面の部分に、第２の凸部を形成することを含む、請求項１から請求
項６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
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　前記半導体ウエハは、前記第１の面上に、前記第１の突出構造よりも低い機械的強度を
有する第２の突出構造をさらに含み、
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、前記ドライフィ
ルムレジストにより前記第２の突出構造を埋め込むことと、前記第１の面の法線方向から
の平面視において前記第２の突出構造に重なるように、前記ドライフィルムレジストの前
記表面に第１の溝を形成することを含む、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記半導体ウエハは、前記第１の面上に異物を有し、
　前記第１の面上に前記ドライフィルムレジストを形成する前記工程は、前記ドライフィ
ルムレジストにより前記異物を埋め込むことと、前記第１の面の法線方向からの平面視に
おいて前記異物に重なるように、前記ドライフィルムレジストの前記表面に第２の溝を形
成することを含む、請求項１から請求項６のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法
。
【請求項１２】
　前記半導体ウエハを薄板化する前記工程の前に、前記半導体ウエハの前記第１の面上の
前記ドライフィルムレジストの前記表面に支持基板を貼り付ける工程をさらに備える、請
求項１から請求項１１のいずれか１項に記載の半導体装置の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体ウエハの第１の面（おもて面）に、はんだバンプまたは集積回路のような第１の
突出構造を形成する工程と、半導体ウエハの第２の面（裏面）を研削する工程とを備える
、半導体ウエハを薄板化する方法が知られている（特許文献１、特許文献２を参照）。
【０００３】
　特許文献１には、以下の工程を備える半導体ウエハの薄板化方法が記載されている。第
１の突出構造が形成された半導体ウエハの第１の面に液状の樹脂材料が塗布されて、半導
体ウエハの第１の面に保護膜が形成される。保護膜は、第１の突出構造よりも厚く形成さ
れて、第１の突出構造を機械的に保護する。それから、半導体ウエハ内における保護膜の
厚さのばらつきを減らすために、半導体ウエハとは反対側の保護膜の表面が研削されて、
保護膜の表面が平坦化される。平坦化された保護膜の表面を保持しながら、半導体ウエハ
の第２の面が研削されて、半導体ウエハが薄板化される。最後に、薄板化された半導体ウ
エハの第１の面上の保護膜が除去される。
【０００４】
　特許文献２には、以下の工程を備える半導体ウエハの薄板化方法が記載されている。第
１の突出構造が形成された半導体ウエハの第１の面に粘着シートが貼付される。粘着シー
トは、粘着剤層、中間層及び基材で構成される。それから、半導体ウエハの第２の面が研
削されて、半導体ウエハが薄板化される。最後に、薄板化された半導体ウエハの第１の面
上の粘着シートが半導体ウエハの第１の面から剥離される。中間層は、５５より大きく８
０より小さいＪＩＳ－Ａ硬度を有する。そのため、粘着シートが半導体ウエハの第１の面
に貼付された際に、半導体ウエハの第１の面の第１の突出構造が中間層によって固定され
る。半導体ウエハの第２の面を研削する際に第１の突出構造が損傷することを、中間層は
防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００５－３０３２１４号公報
【特許文献２】特開２００９－２０６４３５号公報
【発明の概要】
【０００６】
　特許文献１に開示された方法を用いて、例えば３０μｍ以上のような高い第１の突出構
造が第１の面に形成された半導体ウエハを薄板化するためには、保護膜が高い第１の突出
構造を埋め込むことができるように、高粘度の液状の樹脂材料によって保護膜が形成され
る必要がある。しかし、高粘度の液状の樹脂材料によって、半導体ウエハ全体にわたって
均一な厚さを有する保護膜を形成することは困難である。そのため、半導体ウエハの第２
の面の精度よく研削することが難しい。さらに、半導体ウエハ内における保護膜の厚さの
ばらつきを減らすために、特許文献１に開示された方法は、保護膜の表面を研削する工程
を必要とする。そのため、特許文献１に開示された方法は、多くの工程数を有し、半導体
ウエハを薄板化するためのコストが高い方法である。
【０００７】
　特許文献２に開示された粘着シートは、ウエハに対してストレスを与える。そのため、
粘着シートを薄板化された半導体ウエハから剥離する際、薄板化された半導体ウエハにク
ラックまたはチッピングが発生するという問題があった。
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記の課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、第１の面に第１の突
出構造が形成された半導体ウエハの第２の面を少ない工程数で精度よく研削することがで
きるとともに、薄板化された半導体ウエハにクラック及びチッピングが発生することを抑
制することができる半導体装置の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の半導体装置の製造方法は、以下の工程を備える。半導体ウエハの第１の面上の
第１の突出構造を埋め込むように、第１の面上にドライフィルムレジストを形成する。半
導体ウエハを薄板化する。半導体ウエハを薄板化する工程は、半導体ウエハとは反対側の
ドライフィルムレジストの表面を保持しながら、第１の面とは反対側の半導体ウエハの第
２の面を研削することを含む。剥離液を用いて、ドライフィルムレジストを薄板化された
半導体ウエハから除去する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の半導体装置の製造方法は、半導体ウエハの第１の面上の第１の突出構造を埋め
込むように、第１の面上にドライフィルムレジストを形成する工程と、半導体ウエハを薄
板化する工程とを備える。半導体ウエハを薄板化する工程は、半導体ウエハとは反対側の
ドライフィルムレジストの表面を保持しながら、第１の面とは反対側の半導体ウエハの第
２の面を研削することを含む。ドライフィルムレジストは柔らかい。半導体ウエハの第１
の面に第１の突出構造が形成されていても、半導体ウエハとは反対側のドライフィルムレ
ジストの表面の形状が精度よく制御され得る。半導体ウエハとは反対側のドライフィルム
レジストの表面を保持しながら、第１の面とは反対側の半導体ウエハの第２の面を研削し
て半導体ウエハを薄板化する際に、半導体ウエハの第２の面が少ない工程数で精度よく研
削され得る。
【００１１】
　また、本発明の半導体装置の製造方法は、剥離液を用いて、ドライフィルムレジストを
薄板化された半導体ウエハから除去する工程を備える。剥離液は、薄板化された半導体ウ
エハに応力を加えることなく、ドライフィルムレジストが薄板化された半導体ウエハから
除去されることを可能にする。そのため、ドライフィルムレジストが薄板化された半導体
ウエハから除去される際に、薄板化された半導体ウエハにクラック及びチッピングが発生
することが抑制され得る。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概略断面図で
ある。
【図２】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図１に示す工程の
次工程を示す概略断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図２に示す工程の
一例を示す概略断面図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図２に示す工程の
別の例を示す概略断面図である。
【図５】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図２に示す工程の
次工程を示す概略断面図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図２に示す工程の
次工程の別の例を示す概略断面図である。
【図７】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図５または図６に
示す工程の次工程を示す概略断面図である。
【図８】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図７に示す工程の
次工程を示す概略断面図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図８に示す工程の
次工程を示す概略断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法における、図９に示す工程
の次工程を示す概略断面図である。
【図１１】本発明の実施の形態１及び実施の形態３から実施の形態７に係る半導体装置の
、図１２に示す断面線ＸＩ－ＸＩにおける概略断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態１及び実施の形態３から実施の形態７に係る半導体装置の
概略平面図である。
【図１３】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概略断面図
である。
【図１４】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の製造方法における、図１３に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図１５】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の製造方法における、図１４に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図１６】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の製造方法における、図１５に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図１７】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の、図１８に示す断面線ＸＶＩＩ－Ｘ
ＶＩＩにおける概略断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の概略平面図である。
【図１９】本発明の実施の形態３に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概略断面図
である。
【図２０】本発明の実施の形態３に係る半導体装置の製造方法における、図１９に示す工
程の概略部分平面図である。
【図２１】本発明の実施の形態３に係る半導体装置の製造方法における、図１９に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図２２】本発明の実施の形態３の変形例に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概
略断面図である。
【図２３】本発明の実施の形態４に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概略断面図
である。
【図２４】本発明の実施の形態４に係る半導体装置の製造方法における、図２３に示す工
程の概略部分平面図である。
【図２５】本発明の実施の形態４に係る半導体装置の製造方法における、図２３に示す工
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程の次工程を示す概略断面図である。
【図２６】本発明の実施の形態４に係る半導体装置の製造方法における、図２５に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図２７】本発明の実施の形態５に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概略断面図
である。
【図２８】本発明の実施の形態５に係る半導体装置の製造方法における、図２７に示す工
程の概略部分平面図である。
【図２９】本発明の実施の形態５に係る半導体装置の製造方法における、図２７に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図３０】本発明の実施の形態５に係る半導体装置の製造方法における、図２９に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図３１】本発明の実施の形態５に係る半導体装置の、図３２に示す断面線ＸＸＸＩ－Ｘ
ＸＸＩにおける概略断面図である。
【図３２】本発明の実施の形態５に係る半導体装置の概略平面図である。
【図３３】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概略断面図
である。
【図３４】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の製造方法における、図３３に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図３５】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の製造方法における、図３４に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図３６】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の製造方法における、図３５に示す工
程の概略部分平面図である。
【図３７】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の製造方法における、図３５に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図３８】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の製造方法における、図３７に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図３９】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の、図４０に示す断面線ＸＸＸＩＸ－
ＸＸＸＩＸにおける概略断面図である。
【図４０】本発明の実施の形態６に係る半導体装置の概略平面図である。
【図４１】本発明の実施の形態６の変形例に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概
略断面図である。
【図４２】本発明の実施の形態７に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概略断面図
である。
【図４３】本発明の実施の形態７に係る半導体装置の製造方法における、図４２に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図４４】本発明の実施の形態７に係る半導体装置の製造方法における、図４３に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図４５】本発明の実施の形態７に係る半導体装置の製造方法における、図４４に示す工
程の概略部分平面図である。
【図４６】本発明の実施の形態７に係る半導体装置の製造方法における、図４４に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図４７】本発明の実施の形態７に係る半導体装置の製造方法における、図４６に示す工
程の次工程を示す概略断面図である。
【図４８】本発明の実施の形態７の変形例に係る半導体装置の製造方法の一工程を示す概
略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を説明する。なお、同一の構成には同一の参照番号を付し、
その説明は繰り返さない。
【００１４】
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　（実施の形態１）
　図１から図１２を参照して、実施の形態１に係る半導体装置１及びその製造方法を説明
する。図１１及び図１２を参照して、本実施の形態の半導体装置１は、基板２と、第１の
突出構造３とを備える。
【００１５】
　基板２は、第１の面６と、第１の面６とは反対側の第２の面７とを有する。第１の面６
は、第１の突出構造３が設けられる基板２のおもて面である。第２の面７は、基板２の裏
面である。基板２は、厚さＴ1を有する。基板２の厚さＴ1は、第１の面６と第２の面７と
の間の距離である。基板２の厚さＴ1は特に制限はない。基板２の厚さＴ1は、例えば、３
０μｍ以上であってもよく、５０μｍ以上であってもよく、１００μｍ以上であってもよ
い。基板２の厚さＴ1の上限は特に制限はない。基板２の厚さＴ1は、例えば、３００μｍ
以下であってもよく、２００μｍ以下であってもよく、１５０μｍ以下であってもよい。
基板２は、シリコン（Ｓｉ）、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ
）、インジウム燐（ＩｎＰ）または窒化ガリウム（ＧａＮ）のような半導体材料から構成
される。
【００１６】
　第１の突出構造３は、基板２の第１の面６上に設けられている。第１の突出構造３は、
基板２の第１の面６からｈ1の高さだけ突出している。第１の突出構造３の高さｈ1の下限
は特に制限はない。第１の突出構造３の高さｈ1は、例えば、３０μｍ以上であってもよ
く、５０μｍ以上であってもよく、１００μｍ以上であってもよく、２００μｍ以上であ
ってもよく、３００μｍ以上であってもよく、４００μｍ以上であってもよい。第１の突
出構造３の高さｈ1の上限は特に制限はない。第１の突出構造３の高さｈ1は、例えば、１
ｍｍ以下であってもよく、５００μｍ以下であってもよい。第１の突出構造３は、はんだ
バンプであるが、はんだバンプに限られない。第１の突出構造３は、基板２の第１の面６
を加工することによって形成された凹凸構造であってもよい。第１の突出構造３は、配線
であってもよい。第１の突出構造３は、トランジスタ、ダイオードまたはキャパシタのよ
うな電子デバイスであってもよい。第１の突出構造３は、半導体レーザ、発光ダイオード
または光電変換素子のような光デバイスであってもよい。第１の突出構造３は、ポリイミ
ドのような有機絶縁膜または窒化シリコン（ＳｉＮ）のような無機絶縁膜からなる保護膜
であってもよい。
【００１７】
　図１から図１２を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法を説明する。
　図１を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、第１の突出構造３を含む
半導体ウエハ４を準備する工程を備える。半導体ウエハ４は、第１の面６と、第１の面６
とは反対側の第２の面７とを有する。後述する半導体ウエハ４を薄板化する工程（図７を
参照）及びダイシング工程（図１０から図１２を参照）後に、半導体ウエハ４の第１の面
６は基板２の第１の面６であってもよく、半導体ウエハ４の第２の面７は基板２の第２の
面７であってもよい。１つまたは複数の第１の突出構造３は、半導体ウエハ４の第１の面
６上に設けられている。第１の突出構造３は、半導体ウエハ４の第１の面６からｈ1の高
さだけ突出している。
【００１８】
　図２を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、半導体ウエハ４の第１の
面６上の第１の突出構造３を埋め込むように、第１の面６上にドライフィルムレジスト１
０を形成する工程を備える。ドライフィルムレジスト１０の厚さｔ1は、第１の突出構造
３の高さｈ1よりも大きい。ドライフィルムレジスト１０は、第１の突出構造３よりも厚
く形成されて、第１の突出構造３を機械的に保護する。ドライフィルムレジスト１０は、
半導体ウエハ４の第１の面６に貼り付けられる。ドライフィルムレジスト１０は、柔らか
い。室温で硬いドライフィルムレジスト１０は、加熱されて、軟化されてもよい。そのた
め、ドライフィルムレジスト１０は、第１の突出構造３を隙間なく埋め込むことができる
。第１の突出構造３の高さｈ1が、例えば、３００μｍより大きくても、半導体ウエハ４
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とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１は、実質的に平坦である。本明細書
においてドライフィルムレジスト１０の表面１１が実質的に平坦であることは、ドライフ
ィルムレジスト１０の表面１１が１５μｍ以下の段差を有することを意味する。半導体ウ
エハ４の第１の面６に貼り付けられたドライフィルムレジスト１０の表面１１は、１０μ
ｍ以下の段差、さらに好ましくは５μｍ以下、さらに好ましくは１μｍ以下の段差を有し
てもよい。ドライフィルムレジスト１０は、例えば、アルカリ性の液体で現像され得る感
光性ドライフィルムレジストであってもよい。
【００１９】
　ドライフィルムレジスト１０によって第１の突出構造３を埋め込む工程は、例えば、図
３に示される工程によって行われてもよい。図３を参照して、第１の突出構造３を含む半
導体ウエハ４が、テーブル２０上に載置される。テーブル２０は、吸着部のような保持部
２２を含んでもよい。半導体ウエハ４の第２の面７が、保持部２２によりテーブル２０に
保持されてもよい。それから、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０
の表面１１に沿ってローラ２５を移動させながら、ローラ２５はドライフィルムレジスト
１０に圧力を加える。半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突出構造３を埋め込むよう
に、第１の面６上にドライフィルムレジスト１０が貼り付けられる。テーブル２０はヒー
タ２４を含んでもよい。半導体ウエハ４の第１の面６上にドライフィルムレジスト１０が
貼り付けられる際に、テーブル２０に設けられたヒータ２４を用いて、ドライフィルムレ
ジスト１０が軟化されてもよい。ローラ２５は、図示しないヒータを含んでもよい。半導
体ウエハ４の第１の面６上にドライフィルムレジスト１０が貼り付けられる際に、ローラ
２５に設けられたヒータを用いて、ドライフィルムレジスト１０が軟化されてもよい。
【００２０】
　ドライフィルムレジスト１０によって第１の突出構造３を埋め込む工程は、例えば、図
４に示される別の工程によって行われてもよい。図４に示される工程は、図３に示される
工程と同様であるが、以下の点で異なる。プレート２７でドライフィルムレジスト１０を
押圧することにより、半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突出構造３を埋め込むよう
に、第１の面６上にドライフィルムレジスト１０が貼り付けられる。プレート２７は、図
示しないヒータを含んでもよい。半導体ウエハ４の第１の面６上にドライフィルムレジス
ト１０が貼り付けられる際に、プレート２７に設けられたヒータを用いて、ドライフィル
ムレジスト１０が軟化されてもよい。
【００２１】
　第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジス
ト１０によって第１の突出構造３を埋め込んだ後に、ドライフィルムレジスト１０を硬化
することを含んでもよい。硬化されたドライフィルムレジスト１０は、第１の突出構造３
をより確実に機械的に保護し得る。第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を貼り付
ける際のドライフィルムレジスト１０の温度よりもさらに高い温度の熱をドライフィルム
レジスト１０に加えることにより、ドライフィルムレジスト１０が熱硬化されてもよい。
あるいは、ドライフィルムレジスト１０に光を照射して、ドライフィルムレジスト１０が
光硬化されてもよい。本明細書において、ドライフィルムレジスト１０を光硬化すること
は、可視光、紫外光、深紫外光、電子線またはＸ線をドライフィルムレジスト１０に照射
して、ドライフィルムレジスト１０を硬化することを意味する。
【００２２】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、図７に示す半導体ウエハ４を薄板化する工
程の前に、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持す
る工程を備えてもよい。図５を参照して、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレ
ジスト１０の表面１１を保持する工程の一例は、半導体ウエハ４の第１の面６上のドライ
フィルムレジスト１０の表面１１に支持基板１５を貼り付ける工程であってもよい。具体
的には、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に、接着材１６が設けられる。接着材１
６は、例えば、ワックスであってもよい。接着材１６を介して、支持基板１５がドライフ
ィルムレジスト１０の表面１１に貼り付けられる。支持基板１５は、シリコン（Ｓｉ）、
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シリコンカーバイド（ＳｉＣ）、ガリウムヒ素（ＧａＡｓ）、インジウム燐（ＩｎＰ）、
石英またはサファイアであってもよい。図６を参照して、半導体ウエハ４とは反対側のド
ライフィルムレジスト１０の表面１１を保持する工程の別の例は、半導体ウエハ４とは反
対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を、吸着部のような保持部２２を含むテー
ブル２０に保持する工程であってもよい。
【００２３】
　図７を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、半導体ウエハ４を薄板化
する工程を備える。半導体ウエハ４を薄板化する工程は、半導体ウエハ４とは反対側のド
ライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、半導体ウエハ４の第２の面７を研
削することを含む。例えば、支持基板１５またはテーブル２０（図６を参照）が、半導体
ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、砥石３０
を用いて半導体ウエハ４の第２の面７が研削される。こうして、薄板化された半導体ウエ
ハ５が得られる。
【００２４】
　図８を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、図７に示す半導体ウエハ
４を薄板化する工程の後に、薄板化された半導体ウエハ５から支持基板１５またはテーブ
ル２０（図６を参照）を分離する工程を備えてもよい。例えば、支持基板１５が貼り付け
られた薄板化された半導体ウエハ５を加熱して、接着材１６を軟化させる。それから、薄
板化された半導体ウエハ５が支持基板１５から分離されてもよい。あるいは、テーブル２
０（図６を参照）に含まれる吸着部の動作を停止させ、それから、薄板化された半導体ウ
エハ５がテーブル２０から分離されてもよい。
【００２５】
　図９を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、剥離液３４を用いて、ド
ライフィルムレジスト１０を薄板化された半導体ウエハ５から除去する工程を備える。例
えば、ドライフィルムレジスト１０が形成された薄板化された半導体ウエハ５が、容器３
３内の剥離液３４に浸漬されてもよい。剥離液３４がドライフィルムレジスト１０に噴霧
されてもよい。剥離液３４は、例えば、有機アミン系の液体であってもよい。剥離液３４
は、薄板化された半導体ウエハ５に応力を与えることなく、ドライフィルムレジスト１０
が薄板化された半導体ウエハ５から除去されることを可能にする。
【００２６】
　図１０を参照して、薄板化された半導体ウエハ５が剥離液３４から取り出される。薄板
化された半導体ウエハ５がダイシングされて、薄板化された半導体ウエハ５が複数の基板
２に分割される。こうして、図１１及び図１２に示される、基板２と第１の突出構造３と
を備える半導体装置１が得られる。
【００２７】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法の効果を説明する。
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突
出構造３を埋め込むように、第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する工程
と、半導体ウエハ４を薄板化する工程とを備える。半導体ウエハ４を薄板化する工程は、
半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、第
１の面６とは反対側の半導体ウエハ４の第２の面７を研削することを含む。ドライフィル
ムレジスト１０は柔らかい。半導体ウエハ４の第１の面６に高い第１の突出構造３が形成
されていても、ドライフィルムレジスト１０が半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突
出構造３を埋め込む際に、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表
面１１の形状が精度よく制御され得る。特定的には、ドライフィルムレジスト１０が半導
体ウエハ４の第１の面６上の第１の突出構造３を埋め込む際に、半導体ウエハ４とは反対
側のドライフィルムレジスト１０の表面１１が実質的に平坦化される。そのため、半導体
ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、半導体ウ
エハ４の第２の面７を研削して半導体ウエハ４を薄板化する際に、半導体ウエハ４の第２
の面７が少ない工程数で精度よく研削され得る。特定的には、ドライフィルムレジスト１
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０を研削することなく、半導体ウエハ４の第２の面７が均一に研削され得る。
【００２８】
　また、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、剥離液３４を用いて、ドライフィル
ムレジスト１０を薄板化された半導体ウエハ５から除去する工程を備える。剥離液３４は
、薄板化された半導体ウエハ５に応力を加えることなく、ドライフィルムレジスト１０が
薄板化された半導体ウエハ５から除去されることを可能にする。そのため、ドライフィル
ムレジスト１０が薄板化された半導体ウエハ５から除去される際に、薄板化された半導体
ウエハ５にクラック及びチッピングが発生することが抑制され得る。
【００２９】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、第１の面６上にドライフィルムレジ
スト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０を軟化させることと、軟化され
たドライフィルムレジスト１０によって第１の突出構造３を埋め込むこととを含んでもよ
い。例えば、室温で硬いドライフィルムレジスト１０を軟化させることによって、ドライ
フィルムレジスト１０が半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突出構造３を埋め込む際
に、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１の形状が精度よ
く制御され得る。特定的には、ドライフィルムレジスト１０が半導体ウエハ４の第１の面
６上の第１の突出構造３を埋め込む際に、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレ
ジスト１０の表面１１が実質的に平坦化される。そのため、半導体ウエハ４とは反対側の
ドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、半導体ウエハ４の第２の面７を
研削して半導体ウエハ４を薄板化する際に、半導体ウエハ４の第２の面７が少ない工程数
で精度よく研削され得る。特定的には、ドライフィルムレジスト１０を研削することなく
、半導体ウエハ４の第２の面７が均一に研削され得る。
【００３０】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、第１の面６上にドライフィルムレジ
スト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０によって第１の突出構造３を埋
め込んだ後に、ドライフィルムレジスト１０を硬化することを含んでもよい。ドライフィ
ルムレジスト１０を硬化することは、ドライフィルムレジスト１０を熱硬化することを含
んでもよい。ドライフィルムレジスト１０を硬化することは、ドライフィルムレジスト１
０を光硬化することを含んでもよい。第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成
する工程においてドライフィルムレジスト１０を硬化することは、半導体ウエハ４を薄板
化する工程において、第１の突出構造３が機械的損傷を受けることを防止することができ
る。
【００３１】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、半導体ウエハ４を薄板化する工程の前に、
半導体ウエハ４の第１の面６上のドライフィルムレジスト１０の表面１１に支持基板１５
を貼り付ける工程をさらに備えてもよい。支持基板１５は、半導体ウエハ４を機械的に補
強する。そのため、支持基板１５は、半導体ウエハ４を薄板化する工程及び図５から図８
に示される工程中の半導体ウエハ４を搬送する工程において、薄板化された半導体ウエハ
５が、クラックまたはチッピングのような機械的損傷を受けることを防止することができ
る。支持基板１５は、研削時に半導体ウエハ４に加わる圧力を半導体ウエハ４の第２の面
７の全体にわたって均一にすることができる。そのため、半導体ウエハ４の第２の面７が
さらに精度よく研削され得る。
【００３２】
　（実施の形態２）
　図１３から図１８を参照して、実施の形態２に係る半導体装置１ａ及びその製造方法を
説明する。
【００３３】
　本実施の形態の半導体装置１ａは、実施の形態１の半導体装置１と同様の構成を備える
が、主に以下の点で異なる。図１７及び図１８を参照して、本実施の形態の半導体装置１
ａは、基板２と、第１の突出構造３ａとを備える。本実施の形態の第１の突出構造３ａの
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高さｈ2は、実施の形態１の第１の突出構造３の高さｈ1よりも大きい。
【００３４】
　図１３から図１８を参照して、本実施の形態に係る半導体装置１ａの製造方法を説明す
る。本実施の形態の半導体装置１ａの製造方法は、実施の形態１の半導体装置１の製造方
法と同様の工程を備えるが、主に以下の点で異なる。
【００３５】
　図１３を参照して、本実施の形態の半導体装置１ａの製造方法は、ｈ2の高さを有する
第１の突出構造３ａを含む半導体ウエハ４を準備する工程を備える。
【００３６】
　図１４を参照して、本実施の形態の半導体装置１ａの製造方法は、半導体ウエハ４の第
１の面６上の第１の突出構造３ａを埋め込むように、第１の面６上にドライフィルムレジ
スト１０を形成する工程を備える。本実施の形態の半導体装置１ａの製造方法において、
第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する工程は、複数のドライフィルムレ
ジスト部（第１のドライフィルムレジスト部１２、第２のドライフィルムレジスト部１３
、第３のドライフィルムレジスト部１４）を積層することを含む。本実施の形態では、複
数のドライフィルムレジスト部は、半導体ウエハ４の第１の面６上の第１のドライフィル
ムレジスト部１２と、第１のドライフィルムレジスト部１２上の第２のドライフィルムレ
ジスト部１３と、第２のドライフィルムレジスト部１３上の第３のドライフィルムレジス
ト部１４とから構成されてもよい。第１のドライフィルムレジスト部１２の厚さｔ11、第
２のドライフィルムレジスト部１３の厚さｔ12及び第３のドライフィルムレジスト部１４
の厚さｔ13の各々は、第１の突出構造３ａの高さｈ2よりも小さい。第１のドライフィル
ムレジスト部１２の厚さｔ11、第２のドライフィルムレジスト部１３の厚さｔ12及び第３
のドライフィルムレジスト部１４の厚さｔ13の和は、第１の突出構造３ａの高さｈ2より
も大きい。複数のドライフィルムレジスト部（第１のドライフィルムレジスト部１２、第
２のドライフィルムレジスト部１３、第３のドライフィルムレジスト部１４）からなるド
ライフィルムレジスト１０は、第１の突出構造３ａよりも厚く形成されて、第１の突出構
造３ａを機械的に保護する。複数のドライフィルムレジスト部（第１のドライフィルムレ
ジスト部１２、第２のドライフィルムレジスト部１３、第３のドライフィルムレジスト部
１４）からなるドライフィルムレジスト１０は、高さｈ2を有する第１の突出構造３ａを
埋め込む。
【００３７】
　図１５を参照して、実施の形態１と同様の工程により、半導体ウエハ４の第２の面７を
研削して、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。
【００３８】
　図１６を参照して、実施の形態１と同様の工程により、剥離液３４を用いて、複数のド
ライフィルムレジスト部（第１のドライフィルムレジスト部１２、第２のドライフィルム
レジスト部１３、第３のドライフィルムレジスト部１４）からなるドライフィルムレジス
ト１０が薄板化された半導体ウエハ５から除去される。
【００３９】
　それから、実施の形態１と同様の工程により、薄板化された半導体ウエハ５がダイシン
グされて、薄板化された半導体ウエハ５が複数の基板２に分割される。こうして、図１７
及び図１８に示される、基板２と第１の突出構造３ａとを備える半導体装置１ａが得られ
る。
【００４０】
　本実施の形態の半導体装置１ａの製造方法の効果を説明する。本実施の形態の半導体装
置１ａの製造方法は、実施の形態１の半導体装置１の製造方法の効果と同様の効果を有す
るが、主に以下の点で異なる。
【００４１】
　本実施の形態の半導体装置１ａの製造方法において、第１の面６上にドライフィルムレ
ジスト１０を形成する工程は、複数のドライフィルムレジスト部（第１のドライフィルム
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レジスト部１２、第２のドライフィルムレジスト部１３、第３のドライフィルムレジスト
部１４）を積層することを含んでもよい。複数のドライフィルムレジスト部（第１のドラ
イフィルムレジスト部１２、第２のドライフィルムレジスト部１３、第３のドライフィル
ムレジスト部１４）を積層することによって、第１の面６上にドライフィルムレジスト１
０が形成される。そのため、半導体ウエハ４の第１の面６に実施の形態１の第１の突出構
造３よりも高い第１の突出構造３ａが形成されていても、ドライフィルムレジスト１０が
半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突出構造３ａを埋め込む際に、半導体ウエハ４と
は反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１の形状が精度よく制御され得る。特定
的には、複数のドライフィルムレジスト部（第１のドライフィルムレジスト部１２、第２
のドライフィルムレジスト部１３、第３のドライフィルムレジスト部１４）からなるドラ
イフィルムレジスト１０が半導体ウエハ４の第１の面６上の第１の突出構造３ａを埋め込
む際に、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１が実質的に
平坦化される。そのため、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表
面１１を保持しながら、半導体ウエハ４の第２の面７を研削して半導体ウエハ４を薄板化
する際に、半導体ウエハ４の第２の面７が少ない工程数で精度よく研削され得る。特定的
には、複数のドライフィルムレジスト部（第１のドライフィルムレジスト部１２、第２の
ドライフィルムレジスト部１３、第３のドライフィルムレジスト部１４）からなるドライ
フィルムレジスト１０を研削することなく、半導体ウエハ４の第２の面７が均一に研削さ
れ得る。
【００４２】
　（実施の形態３）
　図１１、図１２及び図１９から図２１を参照して、実施の形態３に係る半導体装置１の
製造方法を説明する。本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、実施の形態１の半導体
装置１の製造方法と同様の工程を備えるが、主に以下の点で異なる。
【００４３】
　図１９及び図２０を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、第１
の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する工程は、第１の面６の法線方向からの
平面視において第１の突出構造３と重ならないように、半導体ウエハ４とは反対側のドラ
イフィルムレジスト１０の表面１１にスリット１０ｂを形成することを含む。第１の面６
の法線方向からの平面視において、スリット１０ｂの幅ｗ2は、スリット１０ｂに隣り合
う第１の突出構造３の幅ｗ1よりも狭い。スリット１０ｂは、ドライフィルムレジスト１
０の全ての厚さにわたって形成されてもよい。スリット１０ｂは、半導体ウエハ４とは反
対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１から、半導体ウエハ４側のドライフィルム
レジスト１０の表面１１まで延在してもよい。スリット１０ｂは、半導体ウエハ４の第１
の面６を露出させるように、形成されてもよい。スリット１０ｂは、格子パターンのよう
に、２次元的に形成されてもよいし、１次元的に形成されてもよい。スリット１０ｂは、
ドライフィルムレジスト１０中に離散的に形成されてもよい。スリット１０ｂは、例えば
、フォトリソグラフィー工程を用いて、形成されてもよい。
【００４４】
　図２１を参照して、実施の形態１と同様の工程により、半導体ウエハ４の第２の面７を
研削して、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。
【００４５】
　それから、実施の形態１と同様の工程により、剥離液３４を用いて、ドライフィルムレ
ジスト１０が薄板化された半導体ウエハ５から除去される。実施の形態１と同様の工程に
より、薄板化された半導体ウエハ５がダイシングされて、薄板化された半導体ウエハ５が
複数の基板２に分割される。こうして、図１１及び図１２に示される、基板２と第１の突
出構造３とを備える半導体装置１が得られる。
【００４６】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法の効果を説明する。本実施の形態の半導体装置
１の製造方法は、実施の形態１の半導体装置１の製造方法の効果と同様の効果を有するが
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、主に以下の点で異なる。
【００４７】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、第１の面６上にドライフィルムレジ
スト１０を形成する工程は、第１の面６の法線方向からの平面視において第１の突出構造
３と重ならないように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面
１１にスリット１０ｂを形成することを含む。第１の面６の法線方向からの平面視におい
て、スリット１０ｂの幅ｗ2は、スリット１０ｂに隣り合う第１の突出構造３の幅ｗ1より
も狭い。スリット１０ｂは、ドライフィルムレジスト１０の収縮のためにドライフィルム
レジスト１０が半導体ウエハ４に与える応力を緩和することができる。そのため、スリッ
ト１０ｂは、半導体ウエハ４を薄板化する工程において、薄板化された半導体ウエハ５が
反ることとクラックまたはチッピングのような機械的損傷を受けることとを防止すること
ができる。
【００４８】
　図２２を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法の変形例を説明する。図２
２に示されるように、スリット１０ｃは、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレ
ジスト１０の表面１１を含む、ドライフィルムレジスト１０の厚さの一部に形成されても
よい。スリット１０ｃは、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表
面１１に形成されるが、半導体ウエハ４側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形
成されなくてもよい。スリット１０ｃは、半導体ウエハ４の第１の面６を露出させないよ
うに、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されて
もよい。本実施の形態の半導体装置１の製造方法の変形例も、本実施の形態の半導体装置
１の製造方法と同様の効果を有する。
【００４９】
　（実施の形態４）
　図１１、図１２及び図２３から図２６を参照して、実施の形態４に係る半導体装置１の
製造方法を説明する。本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、実施の形態１の半導体
装置１の製造方法と同様の工程を備えるが、主に以下の点で異なる。
【００５０】
　図２３及び図２４を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、第１
の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０
の表面１１のうち、第１の面６の法線方向からの平面視において半導体ウエハ４の端部に
対応する領域に、切り欠き１０ｄを形成することを含んでもよい。切り欠き１０ｄは、第
１の面６の法線方向からの平面視において、半導体ウエハ４の端からｗ3の幅にわたって
形成されてもよい。切り欠き１０ｄの幅ｗ3は特に制限はない。切り欠き１０ｄの幅ｗ3は
、例えば、１ｍｍ以上であってもよく、２ｍｍ以上であってもよく、５ｍｍ以上であって
もよい。第１の面６の法線方向からの平面視において、切り欠き１０ｄは、第１の突出構
造３と重ならないように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表
面１１に形成されてもよい。切り欠き１０ｄは、例えば、フォトリソグラフィー工程を用
いて、形成されてもよい。
【００５１】
　図２５を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、半導体ウエハ４
を薄板化する工程は、薄板化された半導体ウエハ５の第２の面７の端部に、第１の凸部８
ｄを形成することを含んでもよい。半導体ウエハ４を薄板化する工程は、半導体ウエハ４
とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、砥石３０を用いて
半導体ウエハ４の第２の面７を研削することを含む。例えば、接着材１６によって半導体
ウエハ４の第１の面６上のドライフィルムレジスト１０の表面１１に貼り付けられた支持
基板１５が、ドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持してもよい。半導体ウエハ４
とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら半導体ウエハ４の第
２の面７を研削する際に、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成された切り欠き
１０ｄは、半導体ウエハ４の端部に加わる圧力を、半導体ウエハ４の他の部分に加わる圧
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力よりも減少させる。半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１
１を保持しながら、半導体ウエハ４の第２の面７を研削することによって、薄板化された
半導体ウエハ５の第２の面７の端部に、第１の凸部８ｄが形成される。
【００５２】
　図２６を参照して、実施の形態１と同様の工程により、剥離液３４を用いて、ドライフ
ィルムレジスト１０が薄板化された半導体ウエハ５から除去される。それから、実施の形
態１と同様の工程により、薄板化された半導体ウエハ５がダイシングされて、薄板化され
た半導体ウエハ５が複数の基板２に分割される。こうして、図１１及び図１２に示される
、基板２と第１の突出構造３とを備える半導体装置１が得られる。
【００５３】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法の効果を説明する。本実施の形態の半導体装置
１の製造方法は、実施の形態１の半導体装置１の製造方法の効果と同様の効果を有するが
、主に以下の点で異なる。
【００５４】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、第１の面６上にドライフィルムレジ
スト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０の表面１１のうち、第１の面６
の法線方向からの平面視において半導体ウエハ４の端部に対応する領域に、切り欠き１０
ｄを形成することを含んでもよい。本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、半
導体ウエハ４を薄板化する工程は、薄板化された半導体ウエハ５の第２の面７の端部に、
第１の凸部８ｄを形成することを含んでもよい。
【００５５】
　ドライフィルムレジスト１０は柔らかい。半導体ウエハ４の第１の面６に高い第１の突
出構造３が形成されていても、ドライフィルムレジスト１０が半導体ウエハ４の第１の面
６上の第１の突出構造３を埋め込む際に、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレ
ジスト１０の表面１１の形状が精度よく制御され得る。形状が精度よく制御されたドライ
フィルムレジスト１０の表面１１に、切り欠き１０ｄが形成される。そのため、半導体ウ
エハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、半導体ウエ
ハ４の第２の面７を研削して半導体ウエハ４を薄板化する際に、半導体ウエハ４の第２の
面７が少ない工程数で精度よく研削され得る。
【００５６】
　また、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しな
がら半導体ウエハ４の第２の面７を研削する際に、切り欠き１０ｄは、切り欠き１０ｄに
対応する半導体ウエハ４の端部に加わる圧力を、半導体ウエハ４の他の部分に加わる圧力
よりも減少させる。そのため、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０
の表面１１を保持しながら、半導体ウエハ４の第２の面７を研削することによって、薄板
化された半導体ウエハ５の第２の面７の端部に、精度よく第１の凸部８ｄが形成される。
第１の凸部８ｄは、薄板化された半導体ウエハ５の端部の機械的強度を向上させる。薄板
化された半導体ウエハ５の端部の第１の凸部８ｄは、薄板化された半導体ウエハ５が反る
こととクラックまたはチッピングのような機械的損傷を受けることとを防止することがで
きる。
【００５７】
　（実施の形態５）
　図１１、図１２及び図２７から図３２を参照して、実施の形態５に係る半導体装置１，
１ｅ及びその製造方法を説明する。
【００５８】
　本実施の形態の半導体装置１ｅは、実施の形態１の半導体装置１と同様の構成を備える
が、主に以下の点で異なる。図３１及び図３２を参照して、本実施の形態の半導体装置１
ｅは、基板２ｅと、第１の突出構造３とを備える。本実施の形態の基板２ｅの厚さＴ2は
、実施の形態１の基板２の厚さＴ1よりも大きい。
【００５９】
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　図１１、図１２及び図２７から図３２を参照して、本実施の形態に係る半導体装置１，
１ｅの製造方法を説明する。本実施の形態の半導体装置１，１ｅの製造方法は、実施の形
態１の半導体装置１の製造方法と同様の工程を備えるが、主に以下の点で異なる。
【００６０】
　図２７及び図２８を参照して、本実施の形態の半導体装置１，１ｅの製造方法において
、第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する工程は、第１の面６の法線方向
からの平面視において第１の突出構造３に重なるように、ドライフィルムレジスト１０の
表面１１に凹部１０ｅを形成することを含んでもよい。第１の面６の法線方向からの平面
視において、凹部１０ｅは、１つまたは複数の第１の突出構造３を含むように、半導体ウ
エハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。凹部１
０ｅは、第１の突出構造３を露出させないように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフ
ィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。凹部１０ｅは、第１の突出構造３を
露出させるように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１
に形成されてもよい。第１の面６の法線方向からの平面視において、１つまたは複数の凹
部１０ｅが、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成
されてもよい。第１の面６の法線方向からの平面視における凹部１０ｅの形状は、特に制
限はない。第１の面６の法線方向からの平面視における凹部１０ｅの形状は、円または楕
円であってもよいし、三角形、四角形、五角形または六角形のような多角形であってもよ
い。凹部１０ｅは、例えば、フォトリソグラフィー工程を用いて、形成されてもよい。第
１の面６の法線方向からの平面視において、凹部１０ｅの面積は、例えば、半導体ウエハ
４の第１の面６の面積の４分の１以上であってもよいし、半導体ウエハ４の第１の面６の
面積の２分の１以上であってもよい。
【００６１】
　図２９を参照して、本実施の形態の半導体装置１，１ｅの製造方法において、半導体ウ
エハ４を薄板化する工程は、凹部１０ｅに対応する薄板化された半導体ウエハ５の第２の
面７の部分に、第２の凸部８ｅを形成することを含んでもよい。半導体ウエハ４を薄板化
する工程は、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持
しながら、砥石３０を用いて半導体ウエハ４の第２の面７を研削することを含む。例えば
、接着材１６によって半導体ウエハ４の第１の面６上のドライフィルムレジスト１０の表
面１１に貼り付けられた支持基板１５が、ドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持
してもよい。半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持
しながら半導体ウエハ４の第２の面７を研削する際に、ドライフィルムレジスト１０の表
面１１に形成された凹部１０ｅは、凹部１０ｅに対応する半導体ウエハ４の部分に加わる
圧力を、半導体ウエハ４の他の部分に加わる圧力よりも減少させる。半導体ウエハ４とは
反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、半導体ウエハ４の第２
の面７を研削することによって、凹部１０ｅに対応する薄板化された半導体ウエハ５の第
２の面７の部分に、第２の凸部８ｅが形成される。第１の面６の法線方向からの平面視に
おいて、第２の凸部８ｅの面積は、例えば、半導体ウエハ４の第２の面７の面積の４分の
１以上であってもよいし、半導体ウエハ４の第２の面７の面積の２分の１以上であっても
よい。
【００６２】
　図３０を参照して、実施の形態１と同様の工程により、剥離液３４を用いて、ドライフ
ィルムレジスト１０が薄板化された半導体ウエハ５から除去される。それから、実施の形
態１と同様の工程により、薄板化された半導体ウエハ５がダイシングされて、薄板化され
た半導体ウエハ５が複数の基板２，２ｅに分割される。こうして、Ｔ1の厚さを有する基
板２と第１の突出構造３とを備える半導体装置１（図１１及び図１２を参照）と、Ｔ1の
厚さよりも大きなＴ2の厚さを有する基板２ｅと第１の突出構造３とを備える半導体装置
１ｅ（図３１及び図３２を参照）とが得られる。図３１及び図３２に示される半導体装置
１ｅは、薄板化された半導体ウエハ５の第２の凸部８ｅをダイシングすることによって得
られる。図１１及び図１２に示される半導体装置１は、薄板化された半導体ウエハ５の第
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２の凸部８ｅを除く部分をダイシングすることによって得られる。
【００６３】
　本実施の形態の半導体装置１，１ｅの製造方法の効果を説明する。本実施の形態の半導
体装置１，１ｅの製造方法は、実施の形態１の半導体装置１の製造方法の効果と同様の効
果を有するが、主に以下の点で異なる。
【００６４】
　本実施の形態の半導体装置１，１ｅの製造方法において、第１の面６上にドライフィル
ムレジスト１０を形成する工程は、第１の面６の法線方向からの平面視において第１の突
出構造３に重なるように、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に凹部１０ｅを形成す
ることを含んでもよい。本実施の形態の半導体装置１，１ｅの製造方法において、半導体
ウエハ４を薄板化する工程は、凹部１０ｅに対応する薄板化された半導体ウエハ５の第２
の面７の部分に、第２の凸部８ｅを形成することを含んでもよい。
【００６５】
　ドライフィルムレジスト１０は柔らかい。半導体ウエハ４の第１の面６に高い第１の突
出構造３が形成されていても、ドライフィルムレジスト１０が半導体ウエハ４の第１の面
６上の第１の突出構造３を埋め込む際に、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレ
ジスト１０の表面１１の形状が精度よく制御され得る。形状が精度よく制御されたドライ
フィルムレジスト１０の表面１１に、凹部１０ｅが形成される。そのため、半導体ウエハ
４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、半導体ウエハ４
の第２の面７を研削して半導体ウエハ４を薄板化する際に、半導体ウエハ４の第２の面７
が少ない工程数で精度よく研削され得る。
【００６６】
　また、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しな
がら半導体ウエハ４の第２の面７を研削する際に、ドライフィルムレジスト１０の表面１
１に形成された凹部１０ｅは、凹部１０ｅに対応する半導体ウエハ４の部分に加わる圧力
を、半導体ウエハ４の他の部分に加わる圧力よりも減少させる。半導体ウエハ４とは反対
側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、半導体ウエハ４の第２の面
７を研削することによって、凹部１０ｅに対応する薄板化された半導体ウエハ５の第２の
面７の部分に、精度よく第２の凸部８ｅが形成される。そのため、Ｔ1の厚さを有する基
板２と第１の突出構造３とを備える半導体装置１（図１１及び図１２を参照）に加えて、
Ｔ1の厚さよりも大きなＴ2の厚さを有する基板２ｅと第１の突出構造３とを備える半導体
装置１ｅ（図３１及び図３２を参照）が得られる。本実施の形態の半導体装置１，１ｅの
製造方法によれば、異なる厚さを有する基板２，２ｅを備える半導体装置１，１ｅが一つ
の工程で製造され得る。
【００６７】
　第２の凸部８ｅは、薄板化された半導体ウエハ５の機械的強度を向上させる。薄板化さ
れた半導体ウエハ５の第２の凸部８ｅは、薄板化された半導体ウエハ５が反ること、及び
、クラックまたはチッピングのような機械的損傷を受けることとを防止することができる
。
【００６８】
　（実施の形態６）
　図１１、図１２及び図３３から図４０を参照して、実施の形態６に係る半導体装置１，
１ｆ及びその製造方法を説明する。
【００６９】
　本実施の形態の半導体装置１ｆは、実施の形態１の半導体装置１と同様の構成を備える
が、主に以下の点で異なる。図３９及び図４０を参照して、本実施の形態の半導体装置１
ｆは、基板２と、第２の突出構造４０とを備える。本実施の形態の第２の突出構造４０は
、実施の形態１の第１の突出構造３よりも低い機械的強度を有する。第２の突出構造４０
は、例えば、エアブリッジ電極であってもよい。
【００７０】



(17) JP 2017-174996 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

　図１１、図１２及び図３３から図４０を参照して、本実施の形態に係る半導体装置１，
１ｆの製造方法を説明する。本実施の形態の半導体装置１，１ｆの製造方法は、実施の形
態１の半導体装置１の製造方法と同様の工程を備えるが、主に以下の点で異なる。
【００７１】
　図３３を参照して、本実施の形態の半導体装置１，１ｆの製造方法は、第１の突出構造
３と、第１の突出構造３よりも低い機械的強度を有する第２の突出構造４０とを含む半導
体ウエハ４を準備する工程を備える。１つまたは複数の第１の突出構造３が、半導体ウエ
ハ４の第１の面６上に設けられている。１つまたは複数の第２の突出構造４０が、半導体
ウエハ４の第１の面６上に設けられている。
【００７２】
　図３４から図３６を参照して、本実施の形態の半導体装置１，１ｆの製造方法は、半導
体ウエハ４の第１の面６上の第１の突出構造３を埋め込むように、第１の面６上にドライ
フィルムレジスト１０を形成する工程を備える。図３４を参照して、第１の面６上にドラ
イフィルムレジスト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０により第２の突
出構造４０を埋め込むことを含んでもよい。ドライフィルムレジスト１０の厚さｔ1は、
第１の突出構造３の高さｈ1よりも大きく、第２の突出構造４０の高さｈ3よりも大きい。
ドライフィルムレジスト１０は、第１の突出構造３及び第２の突出構造４０よりも厚く形
成されて、第１の突出構造３及び第２の突出構造４０を機械的に保護する。第２の突出構
造４０の高さｈ3は、第１の突出構造３の高さｈ1よりも大きくてもよいし、第１の突出構
造３の高さｈ1と同じであってもよいし、第１の突出構造３の高さｈ1よりも小さくてもよ
い。ドライフィルムレジスト１０は、柔らかい。室温で硬いドライフィルムレジスト１０
は、加熱されて、軟化されてもよい。そのため、第１の突出構造３の高さｈ1及び第２の
突出構造４０の高さｈ3が大きくても、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジ
スト１０の表面１１は、実質的に平坦である。ドライフィルムレジスト１０は柔らかいの
で、ドライフィルムレジスト１０は、第１の突出構造３及び第２の突出構造４０を隙間な
く埋め込むことができる。
【００７３】
　図３５及び図３６を参照して、第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する
工程は、第１の面６の法線方向からの平面視において第２の突出構造４０に重なるように
、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に第１の溝１０ｆを形成することを含んでもよ
い。第１の面６の法線方向からの平面視において、第１の溝１０ｆは、第２の突出構造４
０を含むように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に
形成されてもよい。第１の溝１０ｆは、第２の突出構造４０を露出させないように、半導
体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。第
１の溝１０ｆは、第２の突出構造４０を露出させるように、半導体ウエハ４とは反対側の
ドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。第１の溝１０ｆは、第２の
突出構造４０の周囲の第１の突出構造３を露出させないように、半導体ウエハ４とは反対
側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。第１の溝１０ｆは、第
２の突出構造４０の周囲の第１の突出構造３を露出させるように、半導体ウエハ４とは反
対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。第１の面６の法線方
向からの平面視において、１つまたは複数の第１の溝１０ｆが、半導体ウエハ４とは反対
側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。第１の面６の法線方向
からの平面視における第１の溝１０ｆの形状は、特に制限はない。第１の面６の法線方向
からの平面視における第１の溝１０ｆの形状は、円または楕円であってもよいし、三角形
、四角形、五角形または六角形のような多角形であってもよい。第１の溝１０ｆは、例え
ば、フォトリソグラフィー工程を用いて、形成されてもよい。
【００７４】
　図３７を参照して、実施の形態１と同様の工程により、半導体ウエハ４の第２の面７を
研削して、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。半導体ウエハ４を薄板化する工程は
、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、
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砥石３０を用いて半導体ウエハ４の第２の面７を研削することを含む。例えば、接着材１
６によって半導体ウエハ４の第１の面６上のドライフィルムレジスト１０の表面１１に貼
り付けられた支持基板１５が、ドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持してもよい
。半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら半
導体ウエハ４の第２の面７を研削する際に、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に形
成された第１の溝１０ｆは、第１の溝１０ｆに対応する第２の突出構造４０に加わる圧力
を、第１の突出構造３に加わる圧力よりも減少させる。そのため、第１の突出構造３より
も低い機械的強度を有する第２の突出構造４０に機械的損傷を与えることなく、半導体ウ
エハ４の第２の面７が研削されて、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。
【００７５】
　図３８を参照して、実施の形態１と同様の工程により、剥離液３４を用いて、ドライフ
ィルムレジスト１０が薄板化された半導体ウエハ５から除去される。それから、実施の形
態１と同様の工程により、薄板化された半導体ウエハ５がダイシングされて、薄板化され
た半導体ウエハ５が複数の基板２に分割される。こうして、基板２と第１の突出構造３と
を備える半導体装置１（図１１及び図１２を参照）と、基板２と第１の突出構造３よりも
低い機械的強度を有する第２の突出構造４０とを備える半導体装置１ｆ（図３９及び図４
０を参照）とが得られる。
【００７６】
　本実施の形態の半導体装置１，１ｆの製造方法の効果を説明する。本実施の形態の半導
体装置１，１ｆの製造方法は、実施の形態１の半導体装置１の製造方法の効果と同様の効
果を有するが、主に以下の点で異なる。
【００７７】
　本実施の形態の半導体装置１，１ｆの製造方法において、半導体ウエハ４は、第１の面
６上に、第１の突出構造３よりも低い機械的強度を有する第２の突出構造４０をさらに含
んでもよい。本実施の形態の半導体装置１，１ｆの製造方法において、第１の面６上にド
ライフィルムレジスト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０により第２の
突出構造４０を埋め込むことと、第１の面６の法線方向からの平面視において第２の突出
構造４０に重なるように、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に第１の溝１０ｆを形
成することを含んでもよい。
【００７８】
　半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら半
導体ウエハ４の第２の面７を研削する際に、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に形
成された第１の溝１０ｆは、第１の溝１０ｆに対応する第２の突出構造４０に加わる圧力
を、第１の突出構造３に加わる圧力よりも減少させる。そのため、第１の突出構造３より
も低い機械的強度を有する第２の突出構造４０に機械的損傷を与えることなく、半導体ウ
エハ４の第２の面７が研削されて、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。さらに、本
実施の形態の半導体装置１，１ｆの製造方法によれば、基板２と第１の突出構造３とを備
える半導体装置１（図１１及び図１２を参照）と、基板２と第１の突出構造３と第１の突
出構造３よりも低い機械的強度を有する第２の突出構造４０とを備える半導体装置１ｆ（
図３９及び図４０を参照）とが、一つの工程で製造され得る。
【００７９】
　図４１を参照して、本実施の形態の半導体装置１ｆの製造方法の変形例を説明する。図
４１に示されるように、第１の溝１０ｇは、ドライフィルムレジスト１０の全ての厚さに
わたって形成されてもよい。第１の溝１０ｇは、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィ
ルムレジスト１０の表面１１から、半導体ウエハ４側のドライフィルムレジスト１０の表
面１１まで延在してもよい。第１の溝１０ｇは、半導体ウエハ４の第１の面６を露出させ
るように、形成されてもよい。本実施の形態の半導体装置１ｆの製造方法の変形例も、本
実施の形態の半導体装置１ｆの製造方法と同様の効果を有する。
【００８０】
　（実施の形態７）
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　図１１、図１２及び図４２から図４７を参照して、実施の形態７に係る半導体装置１の
製造方法を説明する。本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、実施の形態１の半導体
装置１の製造方法と同様の工程を備えるが、主に以下の点で異なる。
【００８１】
　図４２を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、第１の突出構造３を含
む半導体ウエハ４を準備する工程を備える。１つまたは複数の第１の突出構造３は、半導
体ウエハ４の第１の面６上に設けられている。半導体ウエハ４の第１の面６上に異物４５
が付着している。異物４５は、例えば、半導体装置１の第１の突出構造３の製造工程にお
いて半導体ウエハ４の第１の面６上に付着する、ほこり、エッチング残渣又はレジスト残
渣であってもよい。
【００８２】
　図４３から図４５を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法は、半導体ウエ
ハ４の第１の面６上の第１の突出構造３を埋め込むように、第１の面６上にドライフィル
ムレジスト１０を形成する工程を備える。図４３を参照して、第１の面６上にドライフィ
ルムレジスト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０により異物４５を埋め
込むことを含んでもよい。ドライフィルムレジスト１０の厚さｔ1は、第１の突出構造３
の高さｈ1よりも大きく、異物４５の高さｈ4よりも大きい。ドライフィルムレジスト１０
は、第１の突出構造３及び異物４５よりも厚く形成されて、第１の突出構造３及び異物４
５を機械的に保護する。異物４５の高さｈ4は、第１の突出構造３の高さｈ1よりも大きく
てもよいし、第１の突出構造３の高さｈ1と同じであってもよいし、第１の突出構造３の
高さｈ1よりも小さくてもよい。ドライフィルムレジスト１０は、柔らかい。室温で硬い
ドライフィルムレジスト１０は、加熱されて、軟化されてもよい。そのため、第１の突出
構造３の高さｈ1及び異物４５の高さｈ4が大きくても、半導体ウエハ４とは反対側のドラ
イフィルムレジスト１０の表面１１は、実質的に平坦である。ドライフィルムレジスト１
０は柔らかいので、ドライフィルムレジスト１０は、第１の突出構造３及び異物４５を隙
間なく埋め込むことができる。
【００８３】
　図４４及び図４５を参照して、第１の面６上にドライフィルムレジスト１０を形成する
工程は、第１の面６の法線方向からの平面視において異物４５に重なるように、ドライフ
ィルムレジスト１０の表面１１に第２の溝１０ｈを形成することを含んでもよい。第１の
面６の法線方向からの平面視において、第２の溝１０ｈは、異物４５を含むように、半導
体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。第
２の溝１０ｈは、異物４５を露出させないように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフ
ィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい。第２の溝１０ｈは、異物４５を露出
させるように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形
成されてもよい。第２の溝１０ｈは、異物４５の周囲の第１の突出構造３を露出させない
ように、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成され
てもよい。第２の溝１０ｈは、異物４５の周囲の第１の突出構造３を露出させるように、
半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１に形成されてもよい
。第１の面６の法線方向からの平面視における第２の溝１０ｈの形状は、特に制限はない
。第１の面６の法線方向からの平面視における第２の溝１０ｈの形状は、円または楕円で
あってもよいし、三角形、四角形、五角形または六角形のような多角形であってもよい。
第２の溝１０ｈは、例えば、フォトリソグラフィー工程を用いて、形成されてもよい。
【００８４】
　図４６を参照して、実施の形態１と同様の工程により、半導体ウエハ４の第２の面７を
研削して、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。半導体ウエハ４を薄板化する工程は
、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら、
砥石３０を用いて半導体ウエハ４の第２の面７を研削することを含む。例えば、接着材１
６によって半導体ウエハ４の第１の面６上のドライフィルムレジスト１０の表面１１に貼
り付けられた支持基板１５が、ドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持してもよい
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。半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら半
導体ウエハ４の第２の面７を研削する際に、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に形
成された第２の溝１０ｈは、異物４５及び異物４５の周囲の第１の突出構造３に加わる圧
力を減少させる。そのため、異物４５の周囲の第１の突出構造３に機械的損傷を与えるこ
となく、半導体ウエハ４の第２の面７が研削されて、薄板化された半導体ウエハ５が得ら
れる。薄板化された半導体ウエハ５がクラックまたはチッピングのような機械的損傷を受
けることなく、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。
【００８５】
　図４７を参照して、実施の形態１と同様の工程により、剥離液３４を用いて、ドライフ
ィルムレジスト１０が薄板化された半導体ウエハ５から除去される。それから、例えば、
異物４５を吸引する、異物４５を選択的に溶解するまたは異物４５にプラズマ処理を施す
ことによって、異物４５が、薄板化された半導体ウエハ５から除去される。実施の形態１
と同様の工程により、薄板化された半導体ウエハ５がダイシングされて、薄板化された半
導体ウエハ５が複数の基板２に分割される。こうして、図１１及び図１２に示される、基
板２と第１の突出構造３とを備える半導体装置１が得られる。
【００８６】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法の効果を説明する。本実施の形態の半導体装置
１の製造方法は、実施の形態１の半導体装置１の製造方法の効果と同様の効果を有するが
、主に以下の点で異なる。
【００８７】
　本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、半導体ウエハ４は、第１の面６上に
異物４５を有してもよい。本実施の形態の半導体装置１の製造方法において、第１の面６
上にドライフィルムレジスト１０を形成する工程は、ドライフィルムレジスト１０により
異物４５を埋め込むことと、第１の面６の法線方向からの平面視において異物４５に重な
るように、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に第２の溝１０ｈを形成することを含
んでもよい。
【００８８】
　半導体ウエハ４とは反対側のドライフィルムレジスト１０の表面１１を保持しながら半
導体ウエハ４の第２の面７を研削する際に、ドライフィルムレジスト１０の表面１１に形
成された第２の溝１０ｈは、異物４５及び異物４５の周囲の第１の突出構造３に加わる圧
力を減少させる。そのため、異物４５の周囲の第１の突出構造３に機械的損傷を与えるこ
となく、半導体ウエハ４の第２の面７が研削されて、薄板化された半導体ウエハ５が得ら
れる。薄板化された半導体ウエハ５がクラックまたはチッピングのような機械的損傷を受
けることなく、薄板化された半導体ウエハ５が得られる。
【００８９】
　図４８を参照して、本実施の形態の半導体装置１の製造方法の変形例を説明する。図４
８に示されるように、第２の溝１０ｉは、ドライフィルムレジスト１０の全ての厚さにわ
たって形成されてもよい。第２の溝１０ｉは、半導体ウエハ４とは反対側のドライフィル
ムレジスト１０の表面１１から、半導体ウエハ４側のドライフィルムレジスト１０の表面
１１まで延在してもよい。第２の溝１０ｉは、半導体ウエハ４の第１の面６を露出させる
ように、形成されてもよい。本実施の形態の半導体装置１の製造方法の変形例も、本実施
の形態の半導体装置１の製造方法と同様の効果を有する。
【００９０】
　今回開示された実施の形態及び変形例はすべての点で例示であって制限的なものではな
いと考えられるべきである。矛盾のない限り、今回開示された実施の形態１から実施の形
態７及びそれらの変形例の少なくとも２つを組み合わせてもよい。本発明の範囲は、上記
した説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範
囲内でのすべての変更が含まれることを意図される。
【符号の説明】
【００９１】
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　１，１ａ，１ｅ，１ｆ　半導体装置、２，２ｅ　基板、３，３ａ　第１の突出構造、４
　半導体ウエハ、５　薄板化された半導体ウエハ、６　第１の面、７　第２の面、８ｄ　
第１の凸部、８ｅ　第２の凸部、１０　ドライフィルムレジスト、１０ｂ，１０ｃ　スリ
ット、１０ｅ　凹部、１０ｆ，１０ｇ　第１の溝、１０ｈ，１０ｉ　第２の溝、１１　表
面、１２　第１のドライフィルムレジスト部、１３　第２のドライフィルムレジスト部、
１４　第３のドライフィルムレジスト部、１５　支持基板、１６　接着材、２０　テーブ
ル、２２　保持部、２４　ヒータ、２５　ローラ、２７　プレート、３０　砥石、３４　
剥離液、４０　第２の突出構造、４５　異物。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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